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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest sposéb wytwarzania tarczy indowo-galowej o modyfikowalnym
sktadzie, z wykorzystaniem do rozpylania magnetronowego.

Wytwarzanie cienkowarstwowych fotoogniw na bazie absorbera — CulnGaSe, — CIGS odbywa
sie z wykorzystanie réznych technologii. W ksigzce autorstwa J.M. Olchowik, Cienkie warstwy w struk-
turach baterii stonecznych, Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Lubelskiej 2006, opisane sg sposo-
by wytwarzania cienkiej warstwy aktywnej fotoogniw, do ktérych naleza:

e fizyczne osadzanie prézniowe — PVD,

¢ chemiczne osadzanie prézniowe — CVD,

e elektro-chemiczna depozycja — ECD,

¢ plazmowo-chemiczne osadzanie prézniowe — PECVD,

¢ kombinacje powyzszych technologii.

Jedng z najbardziej perspektywicznych technologii uzyskiwania warstw CIGS jest rozpylanie
magnetronowe, wykorzystujgce jako zrodto atomoéw specjalnie przygotowywane tarcze. Klasycznie,
tarcze typu indowo-galowego, wytwarzane sg poprzez stopienie wyjsciowych pierwiastkéw indu i galu.
Przy takim rozwigzaniu, tarcza uzyskuje scisle okreslony skfad, bez mozliwosci jego modyfikacji. Uzy-
skanie stechiometrycznego sktadu warstw CIGS w procesie rozpylania magnetronowego wymaga
wykorzystania kombinaciji tarcz o réznym sktadzie, by uzyskac¢ okreslony sktad warstwy absorbera —
T. Minemoto, A. Okamoto, H. Takakura, Cu(InGa)Se, Solar Cells with Zn(O,S) Buffer Layer by Co-
Sputtering of ZnO and ZnS, Proc. of 25th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibi-
tion, 6-10 September 2010, Valencia, Spain, p. 3327. Przy rozwigzaniach stosowanych do tej pory, za
kazdym razem trzeba wytwarzac¢ nowg tarcze.

Istotg sposobu wytwarzania tarczy indowo-galowej o modyfikowalnym skfadzie jest to, ze wyko-
rzystuje sie standardowg tarcze w postaci ptytki z czystego indu, w ktérym poprzez mechaniczne wy-
ztobienie uzyskuje sie siatke rowkéw, ktére przy temperaturze powyzej topnienia galu, wypetnia sie
galem poprzez jego rozprowadzenie wzdtuz rowkéw za pomoca grafitowej szpatutki. Cato$¢ procesu
odbywa sie w atmosferze argonu, ktéry to poprzez zmiane napiecia powierzchniowego galu, utatwia
jego wnikanie w gtgb wyztobionych rowkéw. Ponadto, atmosfera argonowa zapobiega utlenianiu sie
roztopionego galu.

Korzystnym skutkiem zastosowania sposobu wytwarzania indowo-galowego jest mozliwos¢
modyfikacji sktadu tarczy przy kazdym eksperymencie technologicznym.

Przyktad

Wynalazek zostat przedstawiony w przykfadzie wykonania na rysunku, na ktérym przedstawio-
no widok perspektywiczny tarczy indowo-galowej na grzejnika w kuwecie.

Na tarczy 1 indowej wyZztobiono siatke wzajemnie prostopadtych rowkéw 2, i umieszczono tarcze 1
indowg na powierzchni grzejnika 5 o temperaturze 32°C, umieszczonego w kuwecie 6. Nastepnie
wttoczono do wnetrza kuwety 6 argon za pomocg przewodu 7. Na powierzchni tarczy 1 indowej
umieszczono bryte 3 galu, ktéry po przejsciu w stan ptynny, rozprowadzono za pomocg szpatutki 4
z grafitu, po powierzchni tarczy 1 indowej wzdtuz rowkow 2.

Przy takim, sposobie powierzchnia tarczy zawiera odpowiednie do ich powierzchni ilosci ato-
mow indu i galu. Zmieniajgc stopien zapetnienia rowkéw galem, w prosty sposéb mozna zmieniaé
sktad wytworzonej przy tarczy plazmy, a co za tym idzie — modyfikowa¢ sktad osadzanej warstwy.

Zastrzezenie patentowe

Sposob wytwarzania tarczy indowo-galowej, znamienny tym, ze w tarczy (1) indowej wytwarza
sie w sposob mechaniczny poprzez wyziobienie siatke wzajemnie prostopadtych rowkéw (2), po czym,
tarcze (1) indowa umieszcza sie na powierzchni grzejnika (5) o temperaturze 30-35°C, umieszczone-
go w kuwecie (6) oraz wttacza sie do wnetrza kuwety (6) argon za pomocg weza (7), po czym na po-
wierzchni tarczy (1) indowej umieszcza sie bryte (3) galu, ktéry po przejsciu w stan ptynny, rozprowa-
dza sie za pomocg szpatutki (4) z grafitu, po powierzchni tarczy (1) indowej wzdtuz rowkéw (2), a na-
stepnie, po wytgczeniu grzejnika, caty uktad schtadza sie do temperatury pokojowe;j.
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